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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１面と、前記第１面の反対側にある第２面とを備えた半導体基板の前記第１面に銅を
含む導電層を形成する工程と、
　前記導電層をパターニングして、ランディングパッドを形成する工程と、
　前記ランディングパッドを露出させるビアホールを、前記半導体基板の第２面側から半
導体基板に形成する工程と、
　前記ランディングパッドが電気的に接続されるとともに、導電ビア材料を前記ビアホー
ルに電気メッキするための電流供給源として機能する、アルミニウムからなる連続導電層
を、前記半導体基板の第１面に形成する工程と、
　電気メッキ法で前記導電ビア材料を前記ビアホールに、前記ランディングパッドをシー
ド層として使用して充填する工程と、
　電気メッキ法で前記導電ビア材料を充填する工程の後に、前記連続導電層をパターニン
グする工程とを備える、導電ビアを形成するための方法。
【請求項２】
　第１面と、前記第１面の反対側にある第２面とを備えた半導体基板の前記第１面に銅を
含むシード層を形成する工程と、
　前記シード層の上にアルミニウムからなる連続導電層を形成する工程であって、前記シ
ード層が、前記連続導電層に電気的に接続される、前記連続導電層を形成する工程と、
　前記シード層を形成する工程の後に、前記シード層を露出させるビアホールを、半導体
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基板の前記第２面側から半導体基板に形成する工程と、
　電気メッキ法で導電ビア材料を前記ビアホールに、前記導電ビア材料が前記シード層上
に堆積するように、前記連続導電層を電流供給源として使用して充填する工程と、
　電気メッキ法で前記導電ビア材料を充填する工程の後に、前記連続導電層をパターニン
グする工程とを備える、導電ビアを形成するための方法。
【請求項３】
　第１面と、前記第１面の反対側にある第２面とを備えるとともに能動回路を備えている
半導体基板の前記第１面に銅を含む導電層を形成する工程と、
　前記導電層をパターニングして、ランディングパッドを形成する工程と、
　前記ランディングパッドに電気的に接続されるアルミニウムからなる連続導電層を前記
ランディングパッドの上に形成する工程と、
　前記第２面側から前記半導体基板をエッチングしてビアホールを形成することによって
、ランディングパッドを露出させる工程と、
　電気メッキ法で導電ビア材料を前記ビアホールに、前記ランディングパッドをシード層
として、かつ該連続導電層を電流供給源として使用して充填する工程と、
　電気メッキ法で前記導電ビア材料を充填する工程の後に、前記連続導電層をパターニン
グする工程とを備える、導電ビアを形成するための方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は概して、半導体処理に関し、特に電気メッキを利用した導電ビア形成に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　半導体素子は、基板貫通電気接続を利用して、信号、電力、及び／又はグランドを、基
板を介して伝送する。一つの例では、このような接続を利用して信号を、複数の集積回路
を搭載するパッケージの複数の集積回路の間で伝送することができる。別の例では、基板
貫通接続をグランド接続として利用して、回路をパッケージ基板にグランド接続すること
ができる。このような基板貫通接続は、これらの接続が通常、ワイヤボンディング接続よ
りも短く、かつ低い抵抗及びインダクタンスを示すので望ましい。
【０００３】
　幾つかの基板貫通接続は、導電ビアを、ウェハの裏面から配線層のコンタクトパッドま
で基板を貫通するように形成することにより形成される。導電ビアを、基板を貫通するよ
うに形成する一つの方法では、コンフォーマルなシード層をウェハの裏面側に形成する。
次に、このシード層をカソードとして使用し、電気メッキ法を用いてウェハの裏面側から
堆積が進むようにする。この方法の一つの問題は、シード層を高アスペクト比の基板貫通
ビアに形成する処理が、スパッタリング及び他の堆積プロセスに限界があるために困難に
なることである。銅の電気メッキを行なっている間、ピンチオフが、特に高アスペクト比
ビアの裏面開口の近傍で生じ、これによって、導電性充填材料にボイドが発生する。別の
問題は、シード層がウェハの裏面の表面全体を覆って形成されるので、ビア充填材料もウ
ェハの表面全体に形成されることである。このような材料は次の工程で除去する必要があ
る。
【０００４】
　ビアを、基板を貫通するように形成する別の方法では、ウェハの厚さ全体を貫通するビ
ア開口をエッチングにより形成する。次に、シード層をスパッタリングでウェハの裏面に
、ビアの裏面側を閉じるために十分な厚さに形成する。次に、導電性充填材料をウェハの
前面側から電気メッキ法で堆積させる。この方法の一つの問題は、ビアをウェハの厚さ全
体を貫通するように形成する必要があることである。また、下部シード層は、ビアの充填
を行なった後に除去する、またはパターニングする必要がある。このような厚い金属層の
除去またはパターニングは複雑であり、制御するのが難しく、そして／または非常に長い
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時間を要する。更に、導電性充填材料は、回路の既存の電気配線との接続を形成すること
がない。従って、追加のプロセスを行なって、充填済みビアをウェハの前面の回路素子に
接続する必要がある。この追加の処理は、薄厚ウェハに対して行なわれ、ウェハ薄厚化は
、ウェハ貫通ビア形成の前に行なわれる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　望ましいのは、導電ビアを、基板を貫通するように形成する方法を改善することである
。
　添付の図面を参照することにより、本発明を一層深く理解することができ、そして本発
明の多くの目的、特徴、及び利点がこの技術分野の当業者に明らかになる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一つの実施形態は、導電ビアを形成する方法に関する。該方法は、導電層を半導体基板
の第１面に形成する工程を含む。該半導体基板は、第１面及び第２面を有し、そして該第
１面は該第２面の反対側に位置する。方法は更に、導電層をパターニングして、ランディ
ングパッドを形成する工程と、そしてビアホールを、該半導体基板の該第２面側の該半導
体基板中に形成する工程と、を備える。ビアホールはランディングパッドを露出させる。
この方法は更に、電気メッキ法で導電ビア材料を該ビアホールに、ランディングパッドを
シード層として使用して充填する工程を備える。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の一つの実施形態によるウェハ形成における種々の工程でのウェハの部分
側部断面図。
【図２】本発明の一つの実施形態によるウェハ形成における種々の工程でのウェハの部分
側部断面図。
【図３】本発明の一つの実施形態によるウェハ形成における種々の工程でのウェハの部分
側部断面図。
【図４】本発明の一つの実施形態によるウェハ形成における種々の工程でのウェハの部分
側部断面図。
【図５】本発明の一つの実施形態によるウェハ形成における種々の工程でのウェハの部分
側部断面図。
【図６】本発明の一つの実施形態によるウェハ形成における種々の工程でのウェハの部分
側部断面図。
【図７】本発明の一つの実施形態によるウェハ形成における種々の工程でのウェハの部分
側部断面図。
【図８】本発明の一つの実施形態によるウェハ形成における種々の工程でのウェハの部分
側部断面図。
【図９】本発明の別の実施形態によるウェハ形成における一つの工程でのウェハの部分側
部断面図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　異なる図面における同じ参照記号の使用は、特に断らない限り、同じアイテムを意味す
る。これらの図は、必ずしも寸法通りには描かれていない。
　以下に、本発明を実施する形態についての詳細な記述を示す。本記述は、本発明を例示
するために行なわれ、本発明を制限するものとして捉えられるべきではない。
【０００９】
　図１は、本発明の一つの実施形態によるウェハ形成の第１工程におけるウェハの一つの
実施形態の部分側部断面図である。図示の実施形態では、ウェハ１０１は、バルク半導体
材料、例えば単結晶シリコン、砒化ガリウム、またはシリコンゲルマニウムにより形成さ
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れる半導体基板１０３を含む。半導体基板は、半導体材料を含む基板である。他の実施形
態では、半導体基板は、セミコンダクタオンインシュレータ（ＳＯＩ）構造のような他の
構造を有することができる。ＳＯＩ構造の例として、シリコンオンインシュレータ（例え
ば、シリコン酸化膜）をバルク半導体材料基板の上に設けた構造、及びシリコンオンサフ
ァイア基板を挙げることができる。他の実施形態では、半導体基板は、異なる半導体材料
から成る複数の層、例えばシリコンゲルマニウムがシリコン上に配設される構造、シリコ
ンがシリコンゲルマニウム上に配設される（かつ、シリコン上に配設される）構造、及び
／又は誘電体材料から成る複数の層を含むことができる。基板１０３は、基板１０３の前
面に形成される能動回路（例えば、トランジスタ１２０）を含む。ウェハまたは基板の前
面は、ウェハまたは基板のうち、能動回路が形成される面である。ウェハまたは基板の裏
面は、ウェハまたは基板のうち、前面の反対側の面である。
【００１０】
　能動回路を基板１０３に形成した後、多層配線１２２をウェハ１０１の前面１２５に形
成する。多層配線１２２は層間誘電体層１０６，１１０を含む。多層配線１２２は更に、
配線層１０８，１１２を含む。層間誘電体層１０６，１１０は、隣接する配線層の金属配
線を電気的に絶縁する誘電体材料、例えばＴＥＯＳ，ＳｉＯ２，または低Ｋ誘電体を含む
。層間誘電体層１０６，１１０は更に、例えば窒化シリコン、または窒化炭化シリコンに
より形成されるエッチング停止層及びバリア層を含むことができる。エッチング停止層及
びバリア層は、図１には示していない。層間誘電体層１０６，１１０は更に、例えば銅、
タングステン、金、及び／又はアルミニウムから成る導電性充填材料を有する導電ビア１
０５，１０９，１１５，１２１を含む。これらの導電ビアは、基板１０３の前面の能動回
路（例えば１２０）を、配線層１０８，１１２の金属配線１０７，１１１，１１３，１１
７，１１９，１２３に相互接続する。各配線層（１０８，１１２）は更に、該当する配線
層の金属配線（例えば、１０７，１１３）の間に位置する層内誘電体材料（１３１，１３
３）を含む。配線層１０６，１１０の誘電体材料は更に、エッチング停止層及びバリア層
（図示せず）を含むことができる。
【００１１】
　配線層１０８及び１１２の金属配線１０７，１１１，１１３，１１７，１１９，１２３
は、導電層をウェハ１０１の前面１２５に形成し、次に導電層をパターニングすることに
より形成することができる。パターニングして金属配線を形成する一つの実施形態（イン
レイドプロセスと表記される）では、層内誘電体材料層（例えば、１３１，１３３）を、
例えば化学気相堆積法（ＣＶＤ）によりウェハ１０１の前面１２５に形成し、次にパター
ニングしてトレンチを当該層の内部に形成する。次に、金属層、例えば銅層を、トレンチ
内に埋設されるようにウェハ１０１の前面１２５に形成する。次に、前面１２５を平坦化
し（例えば、化学的機械研磨法（ＣＭＰ）により）、この場合、銅材料のみが、層内誘電
体材料のトレンチ内に残る。
【００１２】
　金属層をパターニングして金属配線１０７，１１１，１１３，１１７，１１９，１２３
を形成する別の実施形態では、金属層（例えば、アルミニウム層）をウェハ１０１の前面
１２５に堆積させる。次に、金属層を、フォトリソグラフィプロセス及びエッチングプロ
セスを使用してパターニングすることにより、金属配線を形成する。次に、層間誘電体材
料を前面１２５に堆積させ、この場合、層内誘電体材料を次に、ＣＭＰまたはレジスト塗
布及びエッチバックのような他の平坦化方法を使用して平坦化する。
【００１３】
　幾つかの実施形態では、金属配線（１０７，１１１，１１３，１１７，１１９，１２３
）は更に、異なる材料から成る複数の層を含むことができる。例えば、金属配線は更に、
導電バリア層（例えば、タンタルバリア層、窒化タンタルバリア層、窒化チタンバリア層
、またはチタンタングステンバリア層）を含むことができる。
【００１４】
　多層配線１２２は更に、上部誘電体層１１４を含む。一つの実施形態では、層１１４は
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、誘電体材料、例えば酸化シリコン、酸窒化シリコン、窒化シリコン、またはポリイミド
を含む。幾つかの実施形態では、誘電体層１１４は複数の誘電体層を含み、そしてエッチ
ング停止層及びバリア層を含むことができる。誘電体層１１４は、配線層１１２の配線１
１１，１１７，１２３を露出させる開口部を含む。
【００１５】
　図示の実施形態では、金属層１１６は、ウェハ１０１の前面１２５に形成される。一つ
の実施形態では、層１１６はアルミニウムを含むが、銅、金、またはタングステンのよう
な他の導電材料を含むことができる。更に、層１１６は、バリア層またはシード層（例え
ば、窒化チタン層、チタンタングステン層、またはタンタル層）を含むことができる。
【００１６】
　層１１６は、スパッタリング、ＣＶＤ、メッキ、物理気相堆積（ＰＶＤ）、または他の
プロセスにより形成することができる。層１１６は、ウェハ１０１の前面１２５の全体を
覆って形成される連続導電層である。一つの実施形態では、層１１６は、１０，０００オ
ングストローム～５０，０００オングストロームの範囲の厚さを有するが、他の実施形態
では、他の厚さを有することができる。
【００１７】
　図２は、基板の厚さを薄くするために基板１０３を薄厚化した後のウェハ１０１の部分
側部断面図である。基板１０３は、研削、エッチング、ＣＭＰにより、またはこのような
プロセスを組み合わせることにより薄厚化することができる。一つの実施形態では、基板
１０３は、３００ミクロン～１０００ミクロンの範囲の厚さを薄厚化の前に有し、そして
１０ミクロン～２００ミクロンの範囲の厚さを薄厚化の後に有する。しかしながら、他の
形態のウェハは他の厚さを薄厚化の前後に有することができる。
【００１８】
　薄厚化の後、誘電体層２２８をウェハ１０１の裏面１２７に形成する。誘電体層は、酸
化シリコン、窒化シリコン、ＴＥＯＳ，ダイヤモンド系材料、及び／又はサファイアを含
むことができる。一つの実施形態では、層２２８は堆積させる（例えば、ＣＶＤ、ＰＶＤ
）ことができる、または半導体材料を含む基板から裏面１２７に成長させることができる
。幾つかの実施形態では、層２２８を利用しない。
【００１９】
　図３は、ビア開口またはビアホール３２９，３３１を、ウェハ１０１の裏面１２７から
配線１１３，１１９のそれぞれに達するように形成した後のウェハ１０１の部分側部断面
図である。一つの実施形態では、ビアホール３２９，３３１は、フォトレジスト層を裏面
１２７に形成し、そしてフォトレジストをパターニングしてエッチングマスクをビア３２
９及び３３１に対応するように形成することにより形成される。ビアホール３２９，３３
１を形成するために、誘電体層２２８の材料、基板１０３、及び層１０６の層間誘電体材
料を、これらの層の材料を除去するために適するエッチング化学種を使用してエッチング
する。一つの実施形態では、層２２８をエッチングした後、パターニング済みのフォトレ
ジスト層（図示せず）を除去するが、この場合、層２２８は、基板１０３及び層１０６を
次にエッチングするためのハードマスクとして使用される。一つの実施形態では、ビアホ
ール３２９，３３１の幅に対する深さのアスペクト比は、０．５：１～１０：１の範囲で
あるが、他のアスペクト比を他の実施形態において使用してもよい。
【００２０】
　図４に示すように、ビアホール３２９，３３１を形成した後、側壁ライナー４０１，４
０３をビア３２９，３３１の側壁にそれぞれ形成する。一つの実施形態では、ライナー４
０１，４０３は、スペーサ材料から成るコンフォーマル層を堆積させ（例えば、ＣＶＤま
たは原子層堆積（ＡＬＤ）により）、次に当該コンフォーマル層を異方性エッチングして
ライナー４０１，４０３を残すとともに、配線１１３及び１１９の一部をそれぞれ露出さ
せることにより形成される。一つの実施形態では、ライナー４０１及び４０３は、次に形
成される導電性充填材料を基板１０３から電気的に絶縁する誘電体材料（例えば、酸化シ
リコン、窒化シリコン、酸窒化シリコン）から成る。他の実施形態では、ライナー４０１
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及び４０３は、基板１０３への金属充填材料の拡散を阻止するための拡散バリアとして機
能する材料から成る。
【００２１】
　幾つかの実施形態では、ライナー４０１，４０３は、充填材料を基板に電気的に接続す
る導電材料とすることができる。このような構造は、基板１０３を接地するために望まし
い。他の実施形態では、ライナー４０１，４０３を設けなくてもよい。
【００２２】
　図５は、導電性充填材料５０７，５０９をビア３２９，３３１にそれぞれ堆積させる電
気メッキプロセスを行なっている間のウェハ１０１の部分側部断面図である。図示の実施
形態では、金属配線１１３及び１１９は、導電性充填材料５０７，５０９を電気メッキす
るためのランディングパッド及びシード層として機能する。図示の実施形態では、カソー
ドコネクタ５０１を導電金属層１１６に電気的に接続し、導電金属層１１６は、配線１１
３に導電ビア１１５及び配線１１７を介して電気的に接続され、かつ配線１１９に導電ビ
ア１２１及び配線１２３を介して電気的に接続される。
【００２３】
　カソードコネクタ５０１は、電気メッキ電源５０３に電気的に接続され、電気メッキ電
源は図示の実施形態では、パルスＤＣ電源である。アノード５０５は電源５０３に電気的
に接続される。一つの実施形態では、ウェハ１０１及びアノード５０５を電解メッキ溶液
に浸し、そして電源５０３からの電流によって、電流がコネクタ５０１に供給され、この
場合、アノード５０５の材料がビア３２９，３３１に堆積する。電気メッキが行なわれて
いる間、充填材料が最初に配線１１３，１１９から堆積成長し、そして既に電気メッキさ
れている充填材料の上に電気メッキで堆積し続ける。配線１１３及び１１９は層１１６に
電気的に接続されているので、層１１６は、充填材料５０７，５０９をそれぞれ形成する
ために電気メッキしている間の電流供給源として機能する。図５の実施形態では、ビア３
２９，３３１は、導電性充填材料５０７，５０９でそれぞれ部分的に充填されるものとし
て示される。他の電気メッキプロセスを他の実施形態において利用してもよい。
【００２４】
　層１１６を、電気メッキプロセスを行なっている間は保護する、または密閉することに
より、当該層へのアノード５０５の材料の堆積を回避することができる。
　一つの実施形態では、充填材料は銅を含むが、例えば金、ニッケル、パラジウム、これ
らの金属の合金のような他の材料、または他のメッキ可能な導電材料を含むことができる
。
【００２５】
　一つの実施形態では、カソードコネクタ５０１をウェハ１０１の周辺領域の層１１６に
接続する。幾つかの実施形態では、周辺領域は、ウェハのうち、ウェハを個片化して多数
の集積回路としたときに一つの集積回路の一部とはならない領域である。他の実施形態で
は、カソードコネクタ５０１を取り付ける領域は、層１１６のうち、外部コネクタ（例え
ば、ボンディングパッド）を形成するために、または他のタイプの集積回路コネクタを形
成するために次に使用されるということのない領域の上に位置する。
【００２６】
　層１１６が、電気メッキプロセス中に密閉される場合、配線１１３及び１１９は、図５
に示され、かつカソードコネクタ５０１に電気的に接続される唯一の露出導電構造である
。従って、充填材料が最初に、電気メッキプロセス中にビア３２９，３３１にのみ形成さ
れる。従って、他の構造は、導電性充填材料でメッキされることがない。従って、この実
施形態では、充填材料の連続層を裏面１２７から、電気メッキプロセス後に除去する必要
がない。
【００２７】
　図６は、ビア３２９，３３１を完全に導電性充填材料６０１，６０３のそれぞれで充填
してしまった後のウェハ１０１を示している。一つの実施形態では、電気メッキは、充填
材料で過充填するポイントまで、または充填材料が誘電体層２２８の或る部分を覆って延
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び始めるポイントまで行なわれる。幾つかの実施形態では、裏面１２７を電気メッキ後に
平坦化して、充填材料６０１，６０３が層２２８と同一平面を形成するようにする。
【００２８】
　図７は、層１１６をパターニングして導電パッドを形成した後のウェハ１０１を示して
いる。一つの実施形態では、層１１６は、フォトリソグラフィ法によりパターニングされ
る。例えば、フォトレジスト層を前面１２５の層１１６の上に堆積させ、そしてパターニ
ングしてマスク構造を形成することができる。マスク構造の下に位置しない層１１６の全
ての材料を除去してパッドを残す。
【００２９】
　一つの実施形態では、パッド７０１，７０３，７０５は外部ワイヤボンディングパッド
である。別の実施形態では、パッド７０１，７０３，７０５はそれぞれ、バンプコネクタ
のバンプパッド構造の下に位置し、この場合、次の金属をパッド７０１，７０３，７０５
の上に形成することにより、バンプ構造を完成させる。これらの外部導体を使用して、ウ
ェハ１０１の集積回路の回路を外部回路に電気的に接続する。他の実施形態では、別の集
積回路を、パッド７０１，７０３，７０５に、例えばマルチチップパッケージ構造におけ
るように（例えば、縦方向に積層する構造、または３Ｄに積層する構造におけるように）
電気的に接続することができる。
【００３０】
　外部コネクタを形成するために使用される金属層を利用して、カソードコネクタを取り
付けることによって得られる一つの利点は、追加の層間金属層を堆積させる処理が、ウェ
ハを薄厚化して裏面ビアを形成した後に必要ではないことである。ビアがウェハの厚さ全
体を貫通して形成される先行技術による幾つかの方法では、次の金属層堆積が、ウェハの
回路を相互接続するために必要になる。このような堆積は、基板の厚さが薄くなることに
よって更に複雑になる。ここに説明される種々の実施形態のうちの幾つかの実施形態では
、前面側の全ての層間金属層を、ウェハを薄厚化する前に堆積させる。
【００３１】
　しかしながら、追加の配線層をパッド７０１，７０３，７０５の上部に追加して、基板
１０３の能動回路を、外部電気接続構造と更に相互接続することができる。例えば、別の
金属層を堆積させ、そして前面１２５でパターニングして、パッド７０１，７０３，７０
５を相互接続することができる。幾つかの実施形態では、導電ビアを形成するためのシー
ド層として利用される配線（例えば、配線１１９）は、外部電気コネクタに電気的に接続
しなくてもよい。
【００３２】
　図８は、裏面コネクタパッド８０１，８０３を形成した後のウェハ１０１の部分側部断
面図を示している。パッド８０１，８０３は、充填材料６０１，６０３にそれぞれ電気的
に接続される。図示の実施形態では、パッド８０１はパッド７０３に電気的に接続され、
そしてパッド８０３はパッド７０５に電気的に接続される。
【００３３】
　一つの実施形態では、コネクタパッド８０１，８０３は、金属層を堆積させ、そして当
該金属層をフォトリソグラフィ及びエッチングでパターニングすることにより形成される
。他の実施形態では、パッド８０１，８０３は、インレイドプロセスにより形成され、こ
のプロセスでは、誘電体層を堆積させ、そしてパッド開口部を形成する。次に、金属層を
裏面１２７に、開口部に埋設されるように堆積させ、次に当該金属層を、開口部の外側に
位置する金属が除去されるように平坦化する。
【００３４】
　別の実施形態では、パッド８０１，８０３は、シード導電層を裏面１２７に堆積させ、
フォトレジスト層をシード層の上にパッド開口部を有するように形成し、次に電気メッキ
法で材料を開口部に充填することにより形成することができる。次のプロセスでは、フォ
トレジスト、及びパッドの外側のシード層を除去する。更に別の実施形態では、パッド８
０１，８０３は、金属を導電性充填材料６０１，６０３の上に選択的に堆積させることに
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より形成される。
【００３５】
　他の実施形態では、パッド８０１，８０３は、層１１６をパターニングする前に形成す
ることができる。他の実施形態では、パッド８０１，８０３を設けない。更に、他の実施
形態においては、層２２８の少なくとも一部分を、充填材料６０１，６０３を形成した後
に除去して、充填材料６０１，６０３の一部分が裏面１２７から延出するようにすること
ができる。
【００３６】
　一つの実施形態では、パッド８０１，８０３は、ウェハ１０１の集積回路の回路を外部
回路に外部接続するために利用される。
　図９は、ウェハ１０１の第２の実施形態を示している。図９の実施形態は図７の実施形
態とは、パッド９０１，９０３，９０５が、図７のパッド７０１，７０３，７０５を形成
するパターニングプロセスとは異なり、金属層１１６を利用してインレイドプロセスによ
りパターニングされる点で異なっている。一つのインレイドパターニングプロセスでは、
層１１６を、層１１４の開口部の外側の層１１６の材料が除去されるように平坦化する（
例えば、ＣＭＰプロセスによって）。次のプロセスでは、更に別の構造（例えば、パッド
８０１，８０３）をウェハ１０１の上に形成することができる。
【００３７】
　ウェハ１０１は、ウェハ１０１の他の領域に位置する他の能動回路、配線、及び基板貫
通導電ビア（図示せず）を含む。ウェハ１０１を次に個片化して多数の集積回路とするこ
とができる。次に、これらの集積回路を、集積回路パッケージにパッケージングすること
ができ、この場合、パッド（例えば、７０１，８０１，９０１）はパッケージの導電構造
に電気的に接続される。一つの実施形態では、これらの集積回路は、複数の集積回路パッ
ケージの一部とすることができる。
【００３８】
　図示の実施形態では、電気メッキ用のシード層（配線１１９，１１３）は、多層配線１
２２のうちの最初に形成される配線層１０８に位置する。しかしながら、他の実施形態で
は、シード層は、層１０８の次に形成される他の金属層（例えば、１１２）に位置しても
よい。
【００３９】
　内部導電配線（例えば、１１３，１１９）を、導電ビアを形成するためのランディング
パッド及びシード層として利用することにより得られる一つの利点は、内部導電配線によ
って、ビア３２９，３３１を形成するために除去する必要があるウェハ１０１の厚さに相
当する量が、ウェハ１０１の厚さ全体を貫通して形成されるビアと比較して、少なくなる
ことである。基板貫通ビアの場合に除去されるウェハの量が少なくなることにより、エッ
チング時間が短くなるだけでなく、異なる材料から成る層の数が少なくなるので、エッチ
ング工程の回数も少なくなる。例えば、多層配線１２２を構成する複数の層の全てが除去
される訳ではないので、少ない回数のエッチングプロセスでビア３２９，３３１を形成す
ることができる。
【００４０】
　また、集積回路内の後続の導電構造（例えば、１１６）を形成するために使用されるこ
とになる層をカソードコネクタコンタクト層及び電流供給源として利用することにより、
電気メッキを行なって裏面ビア接続を形成するために必要な処理工程の回数を更に減らす
ことができる。層１１６を次に使用することにより、ウェハ１０１の集積回路の電気コネ
クタを形成するので、電気メッキには、他の電気メッキビア形成方法におけるようなシー
ド層形成及び除去の追加工程は必要ではない。
【００４１】
　更に、前面金属層をカソードコネクタコンタクト層として使用することにより、導電ビ
ア充填材料をウェハの裏面から堆積成長させることができ、シード層をビアホールに裏面
側から堆積させる必要がない。従って、ビア内のシード層材料のボイド及びブレッドロー
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フィング（ｂｒｅａｄ　ｌｏａｆｉｎｇ）」を回避することができる。従って、相対的に
高いアスペクト比を持つビアは、ここに説明されるプロセスを使用して形成することがで
きる。更に、シード層をウェハの裏面に形成する必要を生じることなく、平坦化プロセス
を、過剰メッキされた充填材料を除去するために効率的に利用することができるが、これ
は、シード層も平坦化プロセスにおいて除去する必要があるということがないからである
。
【００４２】
　更に、電気メッキを導電ビア充填材料堆積に使用することにより、ビアを、内部導体か
ら裏面に向かって充填することができるので、コンフォーマルな層充填材料堆積によって
生じ得るボイド及びブレッドローフィングを減らすことができる。従って、相対的に高い
アスペクト比のビアを形成する方法を利用することができる。更に、導電性充填材料を堆
積させるコンフォーマルプロセスではなく、電気メッキプロセスを利用することにより、
材料形成が主としてビアホール内で行なわれ、ビアホールの外側では行なわれない。これ
によって、ビアを導電材料で充填した後に除去する必要がある過剰な充填材料の量を減ら
すことができるので有利である。
【００４３】
　また、シード層（例えば、パターニング済み配線１１９，１１３）の露出部分がビア開
口内に位置しているので、電気メッキ中の材料堆積速度は、ウェハ全体を覆うシード層に
電気メッキを施すプロセスと比較すると速い。シード層は材料形成領域にしか位置してい
ないので、電気メッキが施される領域の面積が小さくなり、かつ当該領域に対して相対的
に速い速度で電気メッキされる。従って、パターニング済み構造をシード層として設ける
ことにより、メッキ時間を短くすることができる。
【００４４】
　上に示した方法では、メッキ材料をウェハの裏面側から堆積させる電気メッキ法につい
て説明したが、ここに説明される方法は、電気メッキ法でメッキ材料をウェハの前面側か
ら堆積させるために利用することもできる。
【００４５】
　一つの実施形態は、導電ビアを形成する方法に関する。該方法は、導電層を半導体基板
の第１面に形成する工程を含む。該半導体基板は、第１面及び第２面を有し、そして該第
１面は該第２面の反対側に位置する。方法は更に、導電層をパターニングして、ランディ
ングパッドを形成する工程と、そしてビアホールを、該半導体基板の該第２面側の該半導
体基板中に形成する工程と、を備える。ビアホールはランディングパッドを露出させる。
この方法は更に、電気メッキ法で導電ビア材料を該ビアホールに、ランディングパッドを
シード層として使用して充填する工程を備える。
【００４６】
　別の実施形態は、導電ビアを形成する方法を含む。該方法は、シード層を半導体基板の
第１面に形成する工程を含む。該半導体基板は、第１面及び第２面を含み、そして該第１
面は該第２面の反対側に位置する。該方法は更に、連続導電層を該シード層の上に形成す
る工程を含む。該シード層は、該連続導電層に電気的に接続される。該方法は更に、該シ
ード層を形成した後、ビアホールを、該半導体基板の該第２面側の該半導体基板中に形成
する工程を含む。該ビアホールは該シード層を露出させる。該方法は更に、電気メッキ法
で導電ビア材料を該ビアホールに、該材料が該シード層上に堆積するように、該連続導電
層を電流供給源として使用して充填する工程を含む。
【００４７】
　別の実施形態は、導電ビアを形成する方法を含む。該方法は、導電層を半導体基板の第
１面に形成する工程を含む。該半導体基板は、第１面及び第２面を含む。該第１面は該第
２面の反対側に位置する。該半導体基板は能動回路を含む。該方法は更に、該導電層をパ
ターニングして、ランディングパッドを形成する工程と、そして連続導電層を該ランディ
ングパッドの上に形成する工程と、を含む。該連続導電層は該ランディングパッドに電気
的に接続される。該方法は更に、該半導体基板を該第２面からエッチングしてビアホール
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を形成し、そして該ランディングパッドを露出させる工程と、そして電気メッキ法で導電
ビア材料を該ビアホールに、該ランディングパッドをシード層として、かつ該連続導電層
を電流供給源として使用して充填する工程と、を含む。該方法は更に、電気メッキ法で該
導電ビア材料を充填する工程の後に、該連続導電層をパターニングする工程を含む。
【００４８】
　本発明の特定の実施形態について示し、そして説明してきたが、この技術分野の当業者
であれば、本明細書において提供される示唆に基づいて、更に別の変更及び変形を、本発
明及び発明の広義の態様から逸脱しない限り加えることができ、従って、添付の請求項は
、これらの請求項の技術範囲に、全てのこのような変更及び変形を、本発明の真の思想及
び範囲に含まれるものとして包含するものである。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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